ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СУБОКСИДОВ SI(111)
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На рис представлена рентгенограмма монокристаллического кремния марки КДБ-20. Из рис.  видно, что в рентгненограмме наблюдается селективных структурных линии с различной по величиной интенсивностью [1-2]. 


Рис. Рентгенограмма монокристаллического кремния марки КДБ-20
Так, в работе было показано, что в некоторых выращенных кристаллах содержание кислорода в различных преципитатах может достигать 20 % от общей концентрации кислорода.
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